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Kriivininky lokalizacija potencialo fliuktuacijose yra
viena pagrindiniy priezaséiy, dél kuriy sumazéja
nespindulinés rekombinacijos tikimybé InGaN, o Sio
puslaidininkio epitaksiniai sluoksniai ir heterodariniai
yra plac¢iai naudojami gaminant optoelektroninius
prietaisus, veikiandius regimojoje spektro srityje.
Nepaisant sékmingai iSplétoty nitridiniy puslaidininkiy
auginimo technologijy, kokybisky InGaN sluoksniy
tada, kai siekiama iSauginti InGaN su dideliu In kiekiu,
kad junginio emisijos spektras pasislinkty j zalig spektro
dalj. Potencialo fliuktuacijos, atsiradusios dél sudéties,
sluoksniy storio bei jtempimy erdvinio netolygumo,
apsaugo kriivininkus nuo patekimo j nespindulinés
rekombinacijos centrus bei leidzia pasiekti auksta vidinj
kvantinj naSuma, taciau didéjant potencialo fliuktuacijy
energiniam pasikirstymui, platéja liuminescencijos
spektras, iSauga priverstinés spinduliuotés slenkstis.

Siuo metu yra du pagrindiniai keliai, siekiant
pagerinti InGaN medziagy kokybe - i) sofistikuoty
auginimo metody bei technologiniy parametry
tobulinimas, ir ii) kvantinio  darinio  sandaros
tobulinimas, naudojant papildomus tarpsluoksnius.
Siame tyrime mes naudojame abu kelius - impulsinj
InGaN sluoksniy aktyviojoje srityje auginimg MOCVD
bidu ir mazo periodo InGaN/GaN supergardelés
jterpimg siekiant sumazinti jtempimus aktyviojoje
srityje. Siame darbe mes parodome, kokia jtaka abu Sie
keliai daro kravininkus lokalizuojan¢iam potencialui.

InGaN/GaN dariniai buvo uzauginti ant GaN/safyro
ruosiniy MOCVD biidu. Dalyje bandiniy, prie§ auginant
aktyviaja sritj, buvo uzauginta mazo periodo InGaN/GaN
supergardelé. InGaN sluoksniai aktyviojoje srityje buvo
auginami impulsiniu biidu, kuomet indzio ir galio
metalorganiniai prekursoriai yra leidziami j reaktoriy
impulsais. Siekiant i$siaiskinti technologiniy parametry
itaka, buvo atlikti auginimai keiCiant pauzés tarp
metalorganiniy impulsy trukme ir supergardelés bei
aktyviosios srities auginimo temperatiiras.

UZauginty sluoksniy struktariné kokybé vertinta
pasitelkus Rentgeno spinduliy difrakcijg bei matavimus
persviecianciuoju elektroniniu mikroskopu. PavirSiaus
morfologija tirta atominés jégos  mikroskopu.
Liuminescencijos ypatumai buvo tiriami
makroskopiniame ir  mikroskopiniame  mastelyje,
naudojant tiek jprasting liuminescencing spektroskopija,
tiek konfokaling mikroskopija. Kravininky dinamika
tirta Zadinimo-zondavimo bei dinaminiy gardeliy
metodikomis.

Strukttiriniai tyrimai atskleidé, kad tiek kei¢iant
pauzeés trukme, tiek auginimo temperatiiras, indzio kiekis
InGaN junginyje praktiskai nesikeic¢ia. Tuo tarpu,
kvantinés duobés plotis didéja mazinant auginimo
temperatiiras, taciau pauzés trukmé jam jtakos nedaro.

Liuminescencijos  tyrimai  atskleidé  stipria
lokalizuojancio potencialo priklausomybe tiek nuo
pauzés tarp metalorganiniy impulsy, tiek ir nuo auginimo
temperatiiry. Keiciant pauzés trukme, liuminescencijos
juosta stipriai nesislenka, ta¢iau lokalizuojantis
potencialas transformuojasi - pasikeicia lokalizuoty
bliseny prigimtis i§ salygoty sudéties fliuktuacijy i
salygotas duobés storio fliuktuacijy. Si transformacija
lemia ir stipry liuminescencijos intensyvumo erdvinio
nehomogeniskumo  didé¢jimg.  Keigiant  auginimo
temperatiiras, buvo pastebétas stiprus liuminescencijos
juostos  raudonasis  poslinkis, vélgi  palydimas
lokalizuojanéio potencialo transformacijos. Dariniuose,
SvieCianciuose mélynoje spektrinéje srityje, optinés
savybés yra nulemtos mazo erdvinio mastelio
fliuktuacijy, tuo tarpu, didelio mastelio fliuktuacijos
salygoja kravininky susikaupima 250 nm diametro
srityse. ~ Dariniuose,  §vieCianfiuose  oranzinéje
spektrinéje srityje, iSauga didelio mastelio fliuktuacijy
jtaka, o padidéjes nespindulinés rekombinacijos centry
tankis srityse su didesniu indzio kiekiu lemia mazesnj
kvantinj nasuma.

Praktiniu pozitiriu svarbu tai, kad darbe parodyta,
jog panaudojant impulsinj auginimo metodg bei
tinkamai parinkus auginimo temperatiiras InGaN
epitaksiniy sluoksniy liuminescencijos juosta jmanoma
pastumti | zalig ir dar ilgabangiSkesng spektro dalj,
taciau §j poslinkj lemia ne didesnis indzio kiekis, o
iSplatéjes lokalizuoty buiseny tankio ilgabangis $laitas.
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